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高温竖向串扰发生机理的定量研究

刘　俊∗,赵达裕,陈　鹏,郭会斌,高玉杰
(武汉京东方光电科技有限公司,湖北 武汉４３００００)

摘要:为快速解决大尺寸薄膜晶体管液晶显示器(TFTＧLCD)产品中的高温竖向串扰(VＧCT)不良,本文研究了漏电流

与 VＧCT现象间的定量关系,用以指导 TFT特性相关工艺的调整.首先,基于 VＧCT电压梯度曲线及 TFT开关实际

工作状态下的漏电流,建立了一种定量表征漏电流的大小和 VＧCT严重程度间关系的测试方法.然后,应用此方法对

客户端评测画面(CTＧSEC)下发生的高温 VＧCT进行研究,实验结果表明:VＧCT电压梯度曲线可以较好地匹配总体漏

电流Ioff_total渐变规律.高温初始及长期信赖性评价条件下,VＧCT 不良的发生同显示面板面内的光照漏电流Ioff

(Vgl_ GOUTＧVpixel_２５５－ )强相关.
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Quantitativestudyonthemechanismofhigh
temperatureverticalcrosstalks

LIUJun∗ ,ZHAODaＧyu,CHENPeng,GUO HuiＧbing,GAOYuＧjie

(WuhanBOEOptoelectronicTechnologyCo．,Ltd．,Wuhan４３００００,China)

Abstract:Inordertosolvetheproblemofhightemperatureverticalcrosstalkinlargesizethinfilm
transistorliquidcrystaldisplay (TFTＧLCD)quickly,thequantitativerelationshipbetweenleakage
currentandVＧCTphenomenonwasstudiedtoprovideguidanceoftheprocessadjustmentofTFT
characteristics．Firstly,basedonthecontourmapofVgl_TCONcharacterizedtheoccurrenceofVＧCTand
theleakagecurrentofTFTinactualworkingstate,amethodwasdevelopedtocharacterizetherelaＧ
tionshipbetweenleakagecurrentandseverityofVＧCTquantitatively．Secondly,accordingtothe
studyofVＧCTinCTＧSECimage,thefollowingconclusionsareobtained:(１)thecontourmapandthe
trendofIoff_totalmatchwellindifferentVgl_TCONvalue;(２)VＧCTisstronglycorrelatedwiththeleakＧ
agecurrentunderthephotoIoff(Vgl_GOUTＧVpixel_２５５－ )overanyperiodinhightemperature．
Keywords:TFTＧLCD;verticalcrosstalk;quantitative;leakagecurrent

１　引　　言

　　在 TFTＧLCD产品开发过程中,高温信赖性

测试是产品品质评价的重要项目.TFT特性在

该测试环境下容易劣化,进而会发生一些电学

性不良.此类不良的发生因其时间上的进行

性、顽固性,对产品的开发效率会造成严重影



响.高温竖向串扰(VerticalＧCrossTalk,VＧCT)
作为普遍发生和亟待解决的一种不良,影响其

发生的因素主要有两方面[１]:(１)像素电极和自

身或相邻数据线之间的寄生电容(Cpd)的影响.
即当寄生电容较大时,像素电压信号就会受到

数据线 电 压 信 号 的 影 响 而 发 生 变 化[２Ｇ３];(２)

TFT的关态漏电流(Ioff)的影响.即当漏电流

过大时,像素电压信号会受到自身数据线电压

信号的影响而发生变化.我们可通过采用在数

据线周围设置屏蔽电极、Cpd对称补偿设计、Z反

转驱动方式等优化面板设计的手段消除Cpd的

影响[４Ｇ５].但由于薄膜晶体管阵列采用的材料

是氢化非晶硅(aＧSi).在高温条件下,aＧSi中可

参与导电的电子和空穴数量增多,关态漏电流

Ioff会增大[６~８],高温 VＧCT不良相对常温也更易

发生.
不良的根本解决要求能够将漏电流与 VＧCT

不良发生区域之间建立关联,后续才可以有针对

性地调整 TFT特性工艺条件.前人就漏电流对

VＧCT不良程度的影响做了一些较为浅显的研

究.肖文俊[９]通过调节关断电压Vgl,确认相应

的 VＧCT严重程度,得到最佳Vgl电压.同样,张
乐[１０]也据此原理设计了一种可自动调整串扰程

度的显示装置.这些仅表明:Vgl电压影响漏电

流大小,进而影响 VＧCT现象的严重程度.且此

方法只是一种简单的电路调试方法,并不能完

全解决不良.周焱[１１]提出的一种判断 VＧCT水

平的方法,其理论依据为亮度变化和电压差间

的关系.该方法仅考虑了窗口时序段的数据线

压差对垂直串扰水平的影响,但并未完整考虑

帧周期内各时序段的压差作用.
以上研究都未涉及到漏电流大小的具体评

估,也没有定量表征出漏电流的大小与 VＧCT 不

良现象严重程度间的关系.基于以上背景,本文

试图建立一种可靠的定量表征漏电流和 VＧCT现

象间关系的测试方法,并将其应用于某一画面发

生高温 VＧCT不良时的机理分析,找到主要影响

因素,为后续快速调整 TFT特性提供依据.

２　研究方法

本文的测试方法及原理简单介绍如下.
首先,为了将漏电流大小和 VＧCT 现象严重

程度建立关联,通过调节Vgl电压,确认 VＧCT 不

良现有无发生,得到可以表现 VＧCT 现象发生规

律的 VＧCT电压梯度曲线.

图１　CTＧSEC画面

Fig．１　PatternofCTＧSEC

图２　源漏极信号电压波形图

Fig．２　Signalsofsourceanddrain

其次,若想知道漏电流的具体值,必须得到

TFT开关在各时序段的实际工作状态.图１为

客户端评价画面(CTＧSEC).现以该画面发生

高温 VＧCT为例进行说明.CTＧSEC画面的四

角白 A区为 L２５５灰阶,B区和 C区同为 L１２７
灰阶.①区为 VＧCT发生区域,现象为发暗;②
区为未发生 VＧCT现象的正常区域.现取其某

一扫描行进行分析:以该行分界,帧周期分为

t１、t２、t３、t４时序段.图２为正负帧周期①、②区

的数据线电压和像素电压波形图.由图２可

知,①区主要受异帧信号电压拉动影响,导致区

域发暗.由于正负帧周期各个阶段的像素充电

电压有正负之分,因此 TFT开关工作状态(Vgs,

Vds)皆不相同.若想估算各阶段漏电流大小,必
须通过 TFT特性测试设备获得对应状态(Vgs,

Vds)的IdＧVg转移特性曲线.而帧周期内总的漏

电流的大小Ioff_total可结合时序占空比加权求和

得到.
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另外,由于信号衰减等因 素,时 序 控 制 器

(TimingController,TCON)端的输入信号电压

和面内 TFT 开关的实际工作电压存在差异.

CTＧSEC画面对应的各灰阶电压可通过模组光学

测量系统获得的灰阶Ｇ透过率(Gamma)曲线和色

彩分析仪获得的像素电压Ｇ透过率(VＧT)曲线联

合推得.某扫描行的关断电压Vgl可通过探针测

试法得到.

３　实　　验

３．１　样品与仪器

实验所用样品主要有:ADS模式液晶显示面

板(面板)１个,分辨率为３８４０×２１６０.实验所用

的设备及仪器主要有:高温老化炉,LCM 模组光

学测量 系 统 设 备,TFT 特 性 测 试 设 备 (YAFＧ
６５６５M),色彩分析仪CA４１０,示波器.

３．２　实验过程

３．２．１　VＧCT电压梯度曲线

在高温信赖性评价环境下,通过在 TCON板

外加直流电压的方式调节Vgl电压值(Vgl_TCON),
观测CTＧSEC画面 VＧCT的复现情况.具体操作

流程为:
(１)将面板放置在高温老化炉内,并以正常点

灯的状态老化０．５h,使得初始高温 TFT特性达

到稳定状态;
(２)通过图３所示的描画,即同 C区的灰阶

和高度一致的窄长条,描画出各梯度电压下 VＧ
CT发生的区域范围及现象.梯度电压Vgl_TCON的

取值范围一般为－２０~０V;
(３)通过在数据信号输入端及其对侧(DP、

DPO侧)设置长白条(高度同 CTＧSEC画面四角

A区),定性观察各梯度区域 VＧCT现象严重程

度,为后续测试点位的选取提供参考;
(４)为更好地比较梯度测点各时序段漏电流

大小,即排除时序影响,要求将梯度测点设定在同

一扫描行.
梯度曲线及测试点位如图３所示.正向梯度

曲线分别为－４．０,－３．５,－３．０,－２．５V,曲线的

区域范围从－４．０V到－２．５V逐渐外扩,范围内

发黑,程度较重.正向梯度测点设置在扫描行

G１００２,分别为１Ｇ１,１Ｇ２,１Ｇ３,１Ｇ４,以－３．０,－３．５,

－４．０V 分界.负向梯度曲线分别为－２０,－１８,

－１６,－１４V,曲线区域范围从－１４V 到－２０V
逐渐外扩,范围内发黑,程度非常轻微.负向梯度

测点设置在扫描行G１５３０,分别为２Ｇ１,２Ｇ２,２Ｇ３,２Ｇ
４,以－１８,－１６,－１４V分界.

图３　VＧCT电压梯度曲线

Fig．３　GradientcurvesofV_CTvoltage

３．２．２　灰阶电压

为准确得到CTＧSEC画面中的L１２７和L２５５
灰阶电压,可先通过 Gamma曲线获得灰阶和透

过率间的对应关系,再通过VＧT 曲线得到相应透

光率下的像素电压(即为对应的灰阶电压).
(１)Gamma曲线测试

人眼感觉近似正比与亮度的(１/γ)次方,该
变化关系曲线叫做 Gamma曲线,Gamma值一般

在２．０~２．４.Gamma曲线公式可表示为:
透过率(亮度/总亮度)＝(灰阶/灰阶总数)γ,

图４为使用LCM 模组光学测量系统测得的面板

中心点位的 Gamma曲线,即图中所示虚线.根

据其灰阶和透过率间的对应关系可得 L１２７和

L２５５灰阶下的透过率T.L１２７、L２５５灰阶分别

对应透过率为２１．６６％、１００％.

图４　Gamma曲线

Fig．４　Gammacurves
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(２)VＧT 曲线测试

VＧT 曲线是指液晶显示面板透过率随电压

变化的曲线,它反映了亮度与驱动电压之间的

关系[１２].VＧT 曲线测试,是通过在数据信号输

入端施加电压,使用色彩分析仪 CA４１０同步测

试画面亮度变化.图５为显示面板正向梯度测

点的VＧT 曲线.VＧT 曲线上的点横轴为信号电

压,纵轴为归一化的亮度.由于曲线是通过外

加直流电压来测量的,不存在漏电等问题,可认

为曲线上的数据线电压和对应灰阶的像素电压

相同.由图可知,正向测点VＧT 曲线差异基本

可以忽略不计.同理可知,负向测点的VＧT 曲

线差异也可忽略.

图５　VＧT 曲线

Fig．５　VＧTcurves

　　表１为正负向测点 L１２７和 L２５５灰阶对应

的像素电压.可以看到,正负向测点的正负极性

表１　L１２７和L２５５灰阶对应的像素电压

Tab．１　DrivevoltagesofL１２７/２５５

Gammacurve 正向测点 负向测点

Graylevel T/％ 负帧/V 正帧/V 负帧/V 正帧/V

L１２７ ２１．６ ３．７５ １１．３５ ３．８ １１．５５

L２５５ １００ ０ １５．５５ ０ １５．６５

灰阶电压差异较小.后续以正向测点的正负极性

电压为准进行计算.

３．２．３　关断电压Vgl_GOUT

面板的扫描驱动集成电路采用 GOA 驱动设

计,即在阵列基板上制作移位寄存器电路,依次对

扫描行输出高电平方波,实现AA区像素TFT的

逐行开启.GOA 单元提供了 TFT 的开关态电

压Vgh、Vgl,而该单元可看作是由重复单元阵列得

到.因此,某扫描行的Vgl_GOUT电压可通过线性拟

合得到.
首先,在正常点屏的状态下,通过示波器实测

得到各Vgl_TCON下 DPO/DP侧的Vgl_GOUT电压值.
示波器的采样频率为１．０μs/pt,１０．０ms/div.

然后,通过拟合得到 DPO/DP侧的Vgl_GOUT

随Vgl_TCON变化的关系曲线,结果如图６所示.
(１)DP侧Vgl_GOUT同Vgl_TCON间的关系式为:

Vgl_GOUT_DP＝０．９６０Vgl_TCON＋０．４１８;
(２)DPO 侧Vgl_GOUT 同Vgl_TCON 间的关系式

为:Vgl_GOUT_DPO＝０．９２６Vgl_TCON＋１．１４８;

Vgl_GOUT_DP:DP侧首行(G０００１行)GOUT

信号的低电压值;

Vgl_GOUT_DPO:DPO侧尾行(G２１６０行)GOUT
信号的低电压值.

图６　Vgl_GOUT同Vgl_TCON间的关系

Fig．６　RelationshipbetweenVgl_GOUTandVgl_TCON

对于某一扫描行,其Vgl_GOUT电压值可通过线

性拟合得到:

Vgl_GOUT ＝(－０．０３４Vgl_TCON ＋０．７)×
H 扫描行

２１６０ ＋(０．９６Vgl_TCON ＋０．４), (１)

其中:H 扫描行 为某一扫描行行数.
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３．２．４　漏电流的计算

(１)根据３．２．２和３．２．３节,计算得到正负向

梯度点位在各时序段下的 TFT开关实际工作状

态(Vgs,Vds).以负向梯度Vgl_TCON ＝－２０V 为

例,各时序段的实际工作状态(Vgs,Vds)如表２所

示.定义:Vs＝min(V像素端 ,V数据线端 ),Vd＝ max
(V像素端 ,V数据线端 ),正帧周期为像素电压处于正极

性时段,负帧周期为像素电压处于负极性时段.

表２　各时序段的TFT开关实际工作状态(Vgs,Vds)

Tab．２　ActualworkingstateofTFTinsequenceofFig．２

① 时序 Vgl_ TCON Vgl_GOUT V数据线端 V像素端 Vgs Vds 灰阶变化

正帧

t３ －２０ －１７．８ １１．３ １１．３ －２９．１ ０ －

t４ ↑ ↑ １５．５ １１．３ －２９．１ ４．２ 亮

t１ ↑ ↑ ０ １１．３ －１７．８ １１．３ 暗

t２ ↑ ↑ ３．７ １１．３ －２１．５ ７．６ 暗＋

负帧

t３ ↑ ↑ ３．７ ３．７ －２１．５ ０ －

t４ ↑ ↑ ０ ３．７ －１７．８ ３．７ 亮

t１ ↑ ↑ １５．５ ３．７ －２１．５ １１．８ 暗

t２ ↑ ↑ １１．３ ３．７ －２１．５ ７．６ 暗＋

　　(２)通过 TFT 特性测试设备得到各点位

TFT开关实际工作状态下的IdＧVg转移特性曲

线,提取对应Vgl_GOUT下的电流值,加权求和得到

总体漏电流Ioff_total.

４　实验结果与讨论

４．１　正向Vgl_TCON对漏电流的影响

(１)不同Vgl_TCON,正向梯度各测点总体漏电

流Ioff_total 变 化 趋 势 如 图 ７ 所 示.由 图 可 知,

Vgl_TCON梯度自－２．５V到－４．０V变化时,各测点

总体漏电流Ioff_total均逐渐较小,说明其向最佳Vgl

电压靠近.基于 TFT转移特性曲线特征,即曲线

的最低点一般在－１２V左右,Vgl电压向最低点趋

近时,漏电流逐渐减小,VＧCT现象逐渐变轻.不

同梯度电压下,点位位置自１Ｇ１到１Ｇ４变化时,

Ioff_total逐渐增大,说明TFT特性逐渐变差.其中１Ｇ
４漏电流最大,特性最差.此Ioff_total渐变规律可较

好地匹配面板中不良现象的轻重梯度.

图７　正向测点不同Vgl_TCON下Ioff_total的变化趋势

Fig．７　Ioff_totalunderdifferentVgl_TCON(positivepoint)

　　(２)对于正向梯度,计算正负帧各时序段

TFT实际工作状态(Vgs,Vds)下的漏电流大小,结
果如图８所示.负帧t４时序段对像素电压的拉动

使灰阶发亮,正帧t１时序段对像素电压的拉动使

灰阶发暗.由３．２．１节可知现象总体发暗,且后

者的漏电流绝对值较大.可认为正帧t１时序段

为其主导工作状态,对应的(Vgs,Vds)＝(Vgl_GOUT－
Vpixel_２５５－ ,Vpixel_１２７＋ － Vpixel_２５５－ ). 带 入 公 式

(１)得:

􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋
Vgs,Vds( ) ＝ (－０．０３４Vgl_TCON ＋０．７)×H 扫描行/２１６０＋{

(０．９６Vgl_TCON ＋０．４)－Vpixel_２５５－,V( pixel_１２７＋ －Vpixel_２５５－)} , (２)

􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋

２３１１ 　　　　液晶与显示　　　　　　 第３６卷　



其中:式 Vpixel_２５５－ 为 L２５５ 灰 阶 负 极 性 电 压;

Vpixel_１２７＋ 为L１２７灰阶正极性电压.

图８　正向梯度各时序段漏电流大小

Fig．８　Leakagecurrentofeachsequencesegmentof

positivegradient

４．２　负向Vgl_TCON对漏电流的影响

(１)不同Vgl_TCON,负向梯度测点Ioff_total变化

趋势如图９所示.各点加权平均后的总体转移特

性曲线的最低点不同,其中２Ｇ２,２Ｇ３,２Ｇ４最低点位

于(－１４V,－１２V),２Ｇ１最低点位于(－１６V,

－１４V)之间.由图可以看到,当Vgl_TCON自－２０V
向－１４V 逐渐增大时,即Vgl_GOUT自－１７．８V 增

大为 －１２ V,２Ｇ２,２Ｇ３,２Ｇ４ 点 位 的 总 体 漏 电 流

Ioff_total呈现先减小后增大或者持续减小的趋势.
而２Ｇ１点位则会提前达到最小值.当梯度电压在

(－２０V,－１６V)区间时,点位位置从２Ｇ１到２Ｇ４,
总体漏电流Ioff_total逐渐增大,说明区域特性逐渐

变差.当梯度电压为－１４V 时,２Ｇ１,２Ｇ２,２Ｇ３点

位的关态特性较好,漏电流较小.仅２Ｇ４点位有

VＧCT现象发生,漏电流也相对较大.该负向测

点的Ioff_total变化趋势同样符合负向梯度曲线 VＧ
CT现象的发生规律.

图９　不同Vgl_TCON负向测点Ioff_total变化趋势

Fig．９　Ioff_totalunderdifferentVgl_TCON(negativepoint)

(２)对于负向梯度,计算正负帧各时序段

TFT实际工作状态(Vgs,Vds)下的漏电流大小,结
果如图１０所示.根据正负帧各时序段作用方向

及漏电流大小可知:
(a)对于 TFT 关态特性较差的２Ｇ２,２Ｇ３,２Ｇ４

点位,负帧t１时序段为其主导工作状态,对应的

(Vgs,Vds)＝(Vgl_GOUT－Vpixel_１２７_Vpixel_２５５＋－Vpixel_１２７－)

􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋
(Vgs,Vds)＝{(－０．０３４Vgl_TCON ＋０．７)×H 扫描行/２１６０＋[

(０．９６Vgl_TCON ＋０．４)－Vpixel_１２７_],(Vpixel_２５５＋ －Vpixel_１２７－)} , (３)

􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋
带入公式(２)得:
其 中:Vpixel_２５５＋ 为 L２５５ 灰 阶 正 极 性 电 压;

Vpixel_１２７－ 为L１２７灰阶负极性电压.

图１０　负向梯度各时序段漏电流大小

Fig．１１　Leakagecurrentofeachsequencesegmentof
negativegradient

(b)对 于 关 态 特 性 较 好 的 ２Ｇ１ 点 位,当

Vgl_TCON在(－２０V,－１８V)区间时,主导状态同

为负帧t１时序段.当Vgl_TCON在(－１６V,－１４V)
区间时,正帧t１时序段为主导状态,对应的 TFT
工作状态为:(Vgs,Vds)＝ (Vgl_GOUT －Vpixel_２５５－ ,

Vpixel_１２７＋ －Vpixel_２５５－ ).

４．３　影响VＧCT的主要因素

在产品开发过程中,各验证条件投入品质

信赖性评价前,一般会进行Vgl余量(Margin)测
试.具体方法为:在高温信赖性评价环境下,通
过外加直流的方式调节Vgl_TCON电压值,观测各

画面 VＧCT或其他不良复现情况.各画面的Vgl

余量测 试 结 果 表 现 形 式 一 般 为 (Vgl_默认值 －b,

Vgl_默认值 ＋a),其中a,b≥０V,分别称为正负向
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余量.该测试主要目的为评价产品条件的高温

初始特征.
对于信赖性评价而言,需要考虑高温初检及

终检两个状态.本文漏电流的评估是基于高温条

件下的IdＧVg转移特性曲线,可说明高温初检状

态.而因为特性曲线阈值电压(Vth)随信赖性时

间的延长逐渐向左漂移,所以终检状态亦可由其

近似.由４．１节可知,正向梯度下,正帧t１时序段

为其主导工作状态,即该状态的漏电流越小,正向

余量越大,即a值越大.对于正向梯度而言,漏电

流随Vgl电压值的增大而增大,所以可以用梯度区

间中的某一Vgl电压的漏电流值Ioff来表征 TFT
关断特性的优劣.将通过 TFT特性测试获得的

各面板光照漏电流Ioff(－８V)(Vgl电压为－８V
时的光照漏电流值)和经Vgl余量测试得到的各面

板的a 值进行关联,得到图１１.由图可知,各面

板Vgl_TCON正向余量伴随面内光照漏电流Ioff(－８
V)的增大而减小.其中,A１、B２、C２为G１０．５代线

图１１　Vgl＋ _TCON余量同光照漏电流Ioff(－８V)间的

关系

Fig．１１　RelationshipbetweenVgl＋ _TCONmarginandthe

leakagecurrentunderthephotoIoff(－８V)

６切的１９０５mm(７５in)面板.此结果较好验证

了以上理论.
因此,对于 CTＧSEC 画面,高温初始及长期

信赖性条件下,VＧCT 不良的发生同面板面内光

照漏电流Ioff(Vgl_GOUTＧVpixel_２５５－ )强相关.

５　结　　论

针对客户端评价画面CTＧSEC发生 VＧCT不

良进行了研究,得到以下结果:(１)对于正负向梯

度,Ioff_total渐变规律均可较好匹配面板不良现象

轻重梯度.说明漏电流同 VＧCT 现象正相关.
(２)对于正向梯度,正帧t１时序段为其主导工作

状态.对于负向梯度的２Ｇ２,２Ｇ３,２Ｇ４点位,负帧

t１时序段为其主导工作状态.对于２Ｇ１点位,当

Vgl_TCON在(－２０V,－１８V)区间时,负帧t１时序

段为其主导工作状态;当Vgl_TCON在(－１６V,－１４
V)区间时,正帧t１时序段为主导状态.说明正负

向梯度影响 VＧCT 的主导状态(Vgs,Vds)存在差

异.(３)在实际大尺寸 TFTＧLCD 产品设计中,

Vgl电压一般设置在正向梯度区间.所以,高温初

始及长期信赖性条件下,VＧCT 不良的发生同面

板面 内 光 照 漏 电 流 Ioff (Vgl_GOUTＧVpixel_２５５－ )强

相关.
通过本文的分析可以看出,影响CTＧSEC画面

发生VＧCT的主要因素为状态(Vgs,Vds)＝(Vgl_GOUT－
Vpixel_２５５－ ,Vpixel_１２７＋ －Vpixel_２５５－ )下的漏电流.后

续通过调节TFT特性工艺条件,降低IdＧVg转移特

性曲线中光照漏电流Ioff(Vgl_GOUT－Vpixel_２５５－ )的大

小,进而达到解决VＧCT不良的目的.
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